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@ Procédé et installation pour le revétement en continu d'une bande a I'aide d'un revétement oxydable.

@ Procédé et installation pour le revétement en continu
d'une bande a l'aide d'un revétement oxydable.

Le but de I'invention est de fournir, dans une installation
ou le gaz de V'enceinte de protection des moyens d'essorage
pour la régulation du revétement est recyclé, une améliora-
tion des taux de recyclage et une économie de gaz inerte
d'appoint, Pour ce résultat, on prévoit une épuration continue
de ce gaz par mise en contact avec une substance réductrice.
Sil’enceinte de protection contient aussi les buses de fleurage
minimisé, on peut introduire de la vapeur de zinc dans le gaz.
Celle-ci réagit sur 'oxygéne et, par condensation, fournit les
germes.
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Procédé et installation pour le revEtement en continu d'une

=

bande 3 1'aide d'un rev@tement oxydable.

La présente invention sst relative a un
procédé et une installation pour le dépdt en continu diun
revétement sur une bande, ce dépdt <¢tant fait par passa
de lLa bande dans un bain de matiére de reydtement chauf

au~dela de son point de fusion.L'invention s'apolique 2n carticu-
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lier au revétement d'une téle d'acier par une ccuche de mé=-
tal tel que du zinec.
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jet vertical ascandant, ELl2 2ntraine 3 3a sortis
une zscuche de matiére de revétement liguide dont l'épaissaur
dapend, notamment, de la vitesse de défilement, de L3 tem-
gcérature dy bain at de L'état de surface de L3 tande, f£fat-
;E couche liguide se solidifie lerscue la bande s2 re<roi-
dit alors qu'slle #s% au~dessus du bain, .

Pour obtenir une couche de ,revdtement d'é=-
naisseur uniforme, sans impuretés et 3 ¢ristaliisation rs-
guligre, il convient de contrdler avec précision tous Les
facteurs qui interviennent dans Ll'epération.

Dans La technique la plus ancienne, on u~
tilisait des rouleaux pour égaliser Ll'édpaisseur de Lz cou~-
¢he de revZtement alors gu'elle étzit encore liguide. Le
brevet FR 1.563.457 a décrit une méthode plus efficace qui
consiste & envoyer sur cette couche de matitre de resvdte-
ment liquide un:jet de gaz, de préférenge de L'air dans le
cas d'un revitement de plomb et de la vapeur d'eau sache
dans le cas de zine, ce jet de'gaz étant fourni par une bu-
se en forme de fents dont la forme, La position et l'crien=-
tation sont définies avee précision, de méme que La pres-
sion de gaz, afin de fournir un jet en forme de lame gui
enlave la fraction externe de Lf'épaisseur de liquide et la
fajit retomber vers le bain, entrainant avec elle les cras-

‘ses et oxydes qui pourraient provenir de Lla surface du bain.
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Dans la pratigue actuelle, lLe gaz utilisé
le plus fréquemment est Ll'air.

Par ailleurs, pour obtenir une couche de
revétement & cristallisation fine et réguliére, on connafit
un procédé dit de "fleurage ainimisé” dans lequel on projet-
te sur Lz bande un gaz chargé de germes de cristallisation.

Usuellement ce gaz est da L'air comprimé
dans ltequel on a introduit de fines particules solides de
zinc. Pour éviter gue celles de ces particﬁLes gqui ne se fi-
xent pas sur la bande aillent se résandra dans llatelier,
une bouche d'aspiration est placés 2 groximitéd immédiata
de la buse de sodffLage et L'air aspiré esv rescyclé zprés
Tittration.

La combinaison du refroidissement accélsar

LD

sous Lieffet du jet de gaz et de la présence d'un grand nom-
ore de germes conduit & une cristaliisation Tine et rédgu-~-
Liégre,

Ces méthodes ont dans l'ensemble des résul-

tats satisfaisants; toutefois, les 2xigences des utilisza-

-t

aurs sont toujours dans le sens d'une sévérité croissante,
et il 2 été constaté que La constance du produit Tini nlest
pas tout & fait parfaite en ce qui concerne la présence d'-
oxydes en surface et la cristallisation de lz matiére de re-
vétement, notamment en ce qui concerne les téles minces 2
faible épaisseur de revétement.

IL est connu (EB-A=-777.3533) de gréserver
Le revétement de Ll'oxydation au moment de sa sortie du hain
en faisani traverser & la bande une encesinte dont les pa-
rois plongent dans le bain et qui présente & sa partie su-
périeure une ouverture étroite par ol sort la bande. Un gaz
inerte séjourne dans cette enceinte, qui contient des rou-
leaux destinés a égaliser Ll'épaisseur du revd8tement.

R-A-2.454 _470)

On 2 proposé/pour améliorer encare la qua-
Lité, d'utiliser un gaz inerte de haute pureté, par exem-—
ple de L*azote & trés basse teneur en oxygéne, Un tel ga:z
est colteux, et on a prévu de le recycler, mais, malgré les

précautions prises : circuits aussi étanches que passible,



10

15

20

25

30

35

0122856

refroidissement, filtration, on arrive difficilement & un

taux de recyclage supérieur'é 507.

Le prix élevé de L'azote & trés basse te-
neur en oxygene et des autres gaz de haute pureté est une
cause du prix de revient élevé.

Le but principal de la présente invention
est de réduire la consommation de gaz inerte de haute pure=
té sans augmentation exagérée de la complication de L'ins~
tallation, de fagon & atteindre au total un abazissement sen~-
sible des prix de revient.

Un z2utre but de L'invention est uns amz-

~—

ioration de la qualité du produit par une meilleura régu-

o~

arité de la cristallisation.

L'invention fournit donc un procédé de re-
vétement en continu d'une bande & L'aide d'une matiérs de
rsvétement oxydable, procédé selon Lequel on fait passesr Lla
bande dans un bain contenant la matisre de revétesment & Ll'é~
tat liguide; on fait sortir La bande de ce bain dans une di-
rection ascendante ; on la soumet & une opération de régu-
larisation de Ll'épaisseur de {a couche de matidre cde revé-
tzment liguide entrainée par la bande, cstte ovératicn de
régularisation étant faite dans une enceinte sensiblement
isolée de l'atmosphére et contenant un premier gaz non oxy-
dant ou peu oxydant qui subit au moins partiellement un re-
cyclage; l'opération de régularisation étant éventuellement
suivie d'une opération de projection de germes au cours de
lagquelle on projette sur la matiére du revétement encore i(i=-
quide un second gaz chargé de germes de cristallisation de
ladite matigre de revétement, ce gaz étant ensuite.au moins
partiellement recyclé, qui présente La particularité qu'on
épure au moins une partie du premier gaz et/ou au moins une
partie du second gaz en le mettant en contact avec une sub-
stance réductrice pour ramener sa %“eneur enoxygéne au-des-
sous d'une valeur choisie & lLfavance.

La combinaison du recyclage connu avec u-
ne épuration faite au cours méme de ce recyclage permet un

contrdle trés précis de la teneur en oxygéne du gaz, et
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une grande souplesse d'adaptation de cette teneur aux bea-
soins. La quantité de substance réductrice nécessaire est
faible, puisqu'elle ne correspond,,en marche normale, qu's
La compensation des rentrées d'oxygéne, et elle s'ajuste
aux besoins.

De préférence Lles opération de régulari-
sation d'épaisseur de revétement et de soufflage de germes
cnt lieu dans une enceinte commune, dans lagqualie Le pre-
mier =t le second gaz se mélangent. De c=ite fa;on, on a-
méliore encore lz aualité gr3ce au fait aue ta ==
étrz prCtégée de l'atmosphérs jusqu'id ta cristallisztion,

Lifie Ll'installaticn cdu fait de L'existesnce

u seule enceinte et, dventusliement d'urn seul dispe~
sitif di'épuration, disposé sur L'un ou ll'autre de

s circuizs
de recyclage ou en un point commun & ces deux circuit

Suivant une modalité intéressants, lors-
qu’on procéde & Ll'épuration du second gasz on opére simul-
tanément L*épurztion et L'introduction de germes de cris—
tallisation dans ledit second gaz avant de l'utiliser pour
{z projection de germes.

Dans ce cas, si la substance quij donne
naissance aux germes de cristallisation est réductrics, il
est avantageux de priveoir qu'on introduit Lladite substan-
ce dans Lladit second gaz, puis on porte le second gaz &
une zempsérasture suifisamment élevée pour absisser s3a
neur en oxygéne & la valeur choisie, par réaction de LI~
oxygéne sur Ladite substance.

Cette réaction de réduction peut étre a-
méliorée par une injection d'un hydrocarbure, en faible
quantité, la substance qui donne naissance aux germes, zinc
par exemple, jouant alors en plus le rdle de catalyseur
dans La réaction hydrocarbure-oxygeéene, en plus de san é-
ventuel rdle réducteur propre,

Ensuite on ameéne le sacond gaz, qui con-
tient Lle résultat de l'oxydation de ladite subsiancs et
éventuellement une partie de la substance qui n'a gas réa-

gi, aux conditions de température convenant pour ltaditz
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opération de projection des germes. De préférence, on in-
troduit La substance réductrice dans le second gaz 3 L'é-
tat de vapeur et aprés l'aoxydation d'une partie de cette
vapeur, on refroidit le second gaz pour amener ladite sub~
stance a Tormer les germes par condensation § l'état soli-
de.

Le fait de combiner L'introduction de
germes et L'épuration, permet une simplification évidente
de l'installation, donc une réduction des investissaments,

Le fait d'introduire La substance réduc-
trice & l'état de vapeur conduit 2 une nouvelle asméliorz-
tion de la gualiteée grdce & une meilleure dispersion de cet-
t2 substance dans Lle second gaz, donc une meillaure cons-
tance de la teneur enoxygéne et édgalement de la teneur en
germes de cristallisation.

Suivant une autre modalité intéressante,
qui peut sfajouter ou se substituer & la précédentz, on met
Lle gaz & épurer en contact avec une surface chaude, en pré-
sence de la substance réductrice. Celle~-ci est avantageu-
sement un hydrocarbure (méthane par exemple) introduit en
faible quantité. Cette surface chaude peut &tre constituées
par des plagues chauffées par un moyen approprié, mais aus=-
si par La tdle elle~-méme sortant du bain, dans le cas ol Lle
bain métallique de revétement est & haute températursz (fa-
brication de tdle aluminiée par exemple). Cette modalitéd
convient particuliérement au cas o0 on désire pouvoir 3 vo=-
lontéd utiliser ou laisser &3 L'arrét L'appareillage de Tleu~
rage miqimisé. En effet, cette modalité peut 8tre miss en
ceuvre en agissant aussi bien sur Le premier gaz que sur
le second gaz, les germes de cristallisation étant intro-
duits dans ce dernier par exempls de fTagon classique. Elle
peut au§si 8tre mise en ceuvre 3 L'intérieur de L'anceinte
commune aux deux circuits s*il y en a une.

L'invention fournit aussi, pour la mise
en oceuvre du procédé gqu'on vient d'exposer, une installa-
tion comprenant des moyens pour faire passer successivement

en continu une bande & travers un bain fondu de matiére de
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revétement, pour fTaire sortir cette bande du bain dans u-
ne direction ascendante, des moyens pour régulariser ['&i-
paisseur de Lz couche de matiére de revéiesment licuide en-
trainée par la bande, ces moyens pouvant comporter au moins
une buse d'essorsge disposée pour souffler un jet de gaz en
forme de lame en direction de La bande, ces moyens étant
disposéds & L'intérieur d'une enceinte ouverte vers le bas
et compartant des parois latérales qui plongent dans Lle
bain et une paroi supérieure présentant une fente étroite
destinée 2 la sortie de la bande, l'encesinte &fant associsde
& un circuit cour recyclar Lle gaz qu'lalls contisnt st nour
envoysr c& gaz vers la ou la2s buses d'essorage, l'instails-
tion comcresnant en gutre au mains une buse de souftlzge

cour refroidir laz Tande au-dessous du point de solidifica-
tion de (z matiére de revétament et dventuellement projeter
sur celle=ci des germes de cristaliisation, cettes buse de
sogufflzge étant associdée & un circuit pour recycler L2 se-
cond gaz gqui comporte des moyens pour introduire des germes
de cristallisation dans ledit second gaz 2n amont de la ou
des buses de soufflage, cette installation comprenant en
outre des mayens pour introduire dans le circuit pour Lle re-
cyciage du gaz de L'enceinte et/ou dans la circuit pour Lle
rscyclage dudi{second gaz une substasnce réductrice, a2t des
moyens pour amener le gaz corraspondant 3 une tempiéraiture
ot ladite substance réagi:t avec l'oxygéne contenudans le gaz pour
amener sa caoncentration au-dessous de lz valsur choisie.

De préférence les moyens de régularisa-
tion de Ul'épaisseur de revétement et la ou les buses de
soufflage de germes sont disposés dans une enceinte commu-
ne et lesdits moyens pour introduire lLa ou les substances
réductrices et pour amener le gaz & lz température de ré-
action sont disposés soit dans Ll'enczinte, soit dans un
seul des circuits pour le recyclage.

Sujvant une réalisation intéqessante Leg
moyens pour introduire la substance réductrice dans lz gaz
et amener celuyi-ci & lz température cde réaction, sont cons-

titués par une enceinte parcourue par le gaz et contenant
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un bain de substance réductrice a L'édtat liquide et une
torche 3 plasma disposée au-dessus de c¢e bain pour vapori-
ser ladite substance. La réaction d'épuration peut 8tre a-
méliorée par L' ajout d'une faible quantité d'hydrocarbu-
re.

Suivant une autre réalisation, plus sim-
ple dfinstallation, les moyens pour introduire lLa substan-
ce réductrice dans le gaz sont constitués par une enceinte
contenant un bain de subs;ance réductrice & L'état Lliquide,

et des moyens pour forcer le gaz & Llacher La surface de ce

3

bain ou pour y barboter. La gquantits de substance réduciri-
ce introduite dans le gaz est une fonciion de la température
du bain métallique de la substance réductrice, et/ou du dé-

it de cgaz barbotant dans cette esnceinte. Comme dans La rs-
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sation précédente, la réaction d'épuration peut 8tres a-

b

ali

méliorée par Ll'injection d'un hydrccarbure, en Taible quan-
t

De préférence, avec Ll'une ou Ltautre des
réalisations qu'on vient de mentionner, lesdits moyens
pour introduire la substance réductrice dans Le gaz sont
disposés sur lLe circuit pour le recyclage du secend gaz,
a2t entre lesdits moyens et Lla ou les buses de soutfflage
de germes il est prévu des moyens de refroidissement du
second gaz jusqu'a la formation de germes par condensation
a4 L'état solide de la substance réductrice.

Suivant une autre réslisation intédresg-
sante, les moyens pour désoxyder le gaz sont obtenus zn
disposant, dans ladite enceinte, & proximita immédiate de
la fent= étroite prévue dans la paroi supérieure de lien-
ceinte, des plaques chauffées & haute température et en
introduisant dans l'enceinte, & proximité de ces plagues,
une faible quantité d'hydrocarbure afin d'obtenir la dé-
saxydation des gaz contenus dans lL'enceinte. Ce disposi=-
tif peut &tre installé & un autre endroit de l'un ou l'au-
tre ¢circuit, mais l'avantage de la dispesition qu'on vient de
décrite est un meilleur contrdle de la teneur en oxygéne,

En effet, Lla fente de sortie de la bande est le principal
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passage pour L' entréde d'oxygéne dans lL'enceinte, par
circulation & contre courant de la bande.

L'invention va maintenant &tre exposase
plus en détail 3 L'aide d'exemples non limitatifs de réa-~
tisation pratique, relatifs & Ll'obtenticn d'un revétement
de zone sur une tdle dfacier et illusirées par les figu~
res parmi lesquelles :

Fig., 1 est une vue schématique, en cou-~
pe verticale de l'installation.

Fig. 2 est une vue schématique gartiel-

1]

ean coupe varticals d'un apparsillage peour introduire

-~ -
n

substance réductrice dans le gaz.

Fig. 3 o5t une vue anatcgue & la Tigu-
re 2 d'un autre appareillage pour introduire Lz substancs
réductrice dans le gaz.

Fig. &4 est une vue schématique de L'ap-
pareillzage permettant Lz réaction aydrocarbure-oxygéne avec
plaques chautiées disposées & Lz sortie de L'anceinte.

Fig. 5 e2st une vue schématicue d'un ap-
pareillage Tonctionnant suivant le méme principe que ce-~
lui de ta figure 4, mais placé dans un circuit de recircu-
lation.

lLa bande & revétir zarrive par Lla gauche
sur La figure 1, elle traverse d'zbord un four 2, 3 at-
mosphére réductrice contrdlée, qui assure 3 la fois Lle net-
toyage et lz préparation de survace, éventuelleament un
traitement thermique, et l’ajustement de lz température de
Lla td8le, & une température voisine de celle du bain.

La bande 1 guidée par des rouleaux 3,

4, 5 descend ensuite dans le bain de zinc fondu 7, puis
remonte & La verticale su-dessous du bain et est snvoyés
aprés un rouleau 4 vers un poste dfenroulage non représen-
té, Une gaine 8 qui plonge dans le bain et communigue a-
vec le four 2, entoure la bande sur son trajet entre le
Tfour et le bain 7, de Tagon & empécher touts faormation
d'oxyde sur le métal nettoyé et chaud avant son contact
avee le zine du bain.
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A sa sortie du bain, la bande =5t en-
touréde par un caisson 9 sans fond et dont les parois laté-
rales plongent dans le zinc fondu. Le toit du caisson com-
porte une fente 10, trés étroite, pour la sortie de la ban-
de 1 vers le haut.

A l'intérieur du caisson sont disposées
deux buses 11, en forme de fente allongée, destinées 3 ra-
gulariser l'épaisseur du tdvétement 3 L'épaisseur voulue,
et, au~dessus des buses 11, deux autres buses 12, de re-
froidissement et/ou de fleurage minimisé.

Les buses d'essorage 11 sont alimentaesg
en azote par un circuit de recyclage qui compresnd une con-
duite d'extraction 13 par laquelle du gaz est extrait du
caisson 9, un réfrigérant 3 eau froide 14, qui abaisse la
~empérature du gaz pour améliorer Le fonctionnement ée la
pompe 15 qui Lui fait suite. Un filtre 16 est intercals
entre.le réfrigérant et la pompe. Une conduite d'alimen-
tation 17 relie Lla pompe 15 aux buses d'essorage 11. Sur
éette conduite 17 vient se brancher une conduite 18 d'ap-
point en azote munie d'une vanne at raliée 3 une saurce
d'azote de grande pureté 19, .

Lag buses de fleurage minimisé sont a-
limentées par un ¢ircuit analogue, comportanmt une con-
duite d'extraction 20, un réfrigérant 21, une pompe 22
et une conduite d'alimentation 23, mais sans conduite
d'appoint.

On a représentéd en tirets trois posi-
tjons possibles du dispositif d'épuration :

En 24 on a représenté, un dispositif
d'épuration branché sur le circuit du gaz de fleurage mi-
nimisé, et aui est alors combiné asvec le dispositif d'a-
Limentation en.germes de cristallisation.

En 25 on a représenté un dispositif¥
d'épuration branché sur le circuit du gaz dfessorage ot
dans ce cas il peut étre constitud par des moyens d'-

injecter un hydrocarbure gazeux ou liquide, ou une sub-

stance analogue et une surface chaude qui vient frapper
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10

le gaz.

En 26, on 2 représentd un dispositif
dtépuration placé dans le caisson 9, & proximité de La
fente 10. Ce dispasitif peut comporter une ou plusieurs
surfaces chaudes, l'injection d'hydrocarbure peut gtvre
placée 3 un autre endroit des circuits.

La figure 2 montre un appareillage d*-
introduction de substance réductrice qui est de préféran-

ce placé a8 L'emplacement désigné par 24 sur La Tigure

1.

Cet appareillazge comprend une snceints
farmée 30 gui contient unbainde zinc liguide 31 et, en-cessus,
de ce bain une torche 2 olasmz 32 disposée pour vapori-
ser Le zinc du bain. L'enceints 30 est reliée aux condui-
tes 20, 23 par deux conduites 33, 34, de part st dlautre
de Lla pompe 22, de fag¢on & constituer un circuit paraltia-
Lle au circuit qui cémprend Les buses 12 de projectian de
germes. Une vannas de réglage est prévue sur la conduite
33 d'arrivés de gaz & llenceinte.

La figure 3 montre un autre- appareil-
Lage d'introductian de substance réductrice gui peut &=
tre substitué 3 celui de La figure 2. Il comprend une en-
ceinte 40 dans laquelle un bain de zinc Lligquide 41 =ast
maintenu & température choisie pour introduirs la gquanti-
té voulue de vapeur de zinc dans lLle gaz. La surtace Lli-
bre du bain 41 est également définie en conséquence. Les
conduites dlarrivée 43 et de sortie 42 du gaz sont dis-
posées de la méme manidre que dans le cas de la figure 2.
Si on désire augmenter la quantitéd de vapeur de zinc in-
troduite dans ls gaz, on peut aussi prévoir de faire bar-
boter un peu de gaz par une canne 44 immergée dans le
bain, cette canne étant reliée & une source d'azote de
grande pureté 4&,. D'autre part, un tube 45, relié & la
canalisation 43, permet d!'introduire unetr&s faible quan-
tité d'hydrocarbure; c¢e dernier en présence de poudre de
Zzinc améliore la désoxydation du gaz en recirculation,
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Dans lLe cas de ces deux appareillages, la
formation de germes, c'est-3a-dire de particules de zinc a
lieu principalement dans La conduite 23 oU le gaz se refroi~
dit de fagon naturelle ou forcée avant d'atteindre les bhu=-
ses 12.

La figure 5 représente une autre réalisa-
tion d'appareillage d'épuration. Dans une enceinte 50 sont
disposées deux buses concentriques alimentées 51, 52, dont
La premiére est alimentée en gaz & épurer '3 travers une
conduite d'arrivée 53, pourvue d'une vanne 54, 2t la secon-
de 25t alimentée en méthane, ou un autre hydrocarbure, par
une conduite d'alimentation 55 pourvue d'une vanne 546, Le
mélange de gaz 3 épurer et cde méthane est projetéd vers une
plaque 57 chauffée par exemple par des résistances jusgu'a
une température suffisante pour que L'oxygéne libre dispa-—
raisse. Le gaz épuré est renvoy2 en circuit par une condui-—
te de retour 58, Un tel apparefLLage geut 8tre dispcs$ aus—
si bien dans laz position prévue en 24 & Lla figure 1, que
dans la position repérée en 25, S'il occupe la position 24,
un dispositif classique d'introduction de germes doit 3:ire
prévu.

Suivant la variante représentée a la figu-
re 4, deux plaques 60 sont disposées de part et d'autre de
ta fente 10 par olU laz bande 1 sort de Lfenceinte 9, ce qui
correspand & la position 28 de lLa figure 1. Ces plaques 40
sont chauffées par des résistances 81 jusgqu'd une tempéra-
ture telle gue L'oxygéne pénétrant par la fente 10 & contre
courant de la bande 1 réagisse immédiatement sur le métha-
ne introduit dans le gaz & proximité des surfaces chaudes.

Cette dispasition plus evficace, n'est 3
préconiser que si les teneurs en méthane sont assez Faibles
pour ne pas entrainer les risques d'explosion.

On donne ci-aprés qguelgues données chit-
frées relatives a des marches effectuées dans L'installa-
tion gulon vient de décrire, avec une bande de 1 m de lar-
ge défilante & 35 métres/minute : pour une épaisseur de

revétement correspaondant a 100 glm2 sur chaque face, le
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débit d'azote soufflé aux buses était de 2800 Nm3/heure
sous une surpression de 0,1 bar & Lll'entrée des buses, ia
pression dans le caisson étant sensiblement en équilibre
avec la pression atmosphérique, La température de Ll'atmos-
phére dans le caisson 9 était ce 150°C, celle de la bande,
au niveau de la fente 10 était de 43000 alers que La tea-
pérature de solidification était de 420%.

Dans une premiére marche, le dispositif de
vaporisation de zinc et L'injection de méthane était hors
service. Pour une qualité d'azote supplémentaire injectse
dans le circuit de recirculation, de 200 mzlh, la tensur
en oxygéne de L'azote en circulation dtait de 2X.

Dans une seconde marche, Lle dispositif ds
vaporisation de zinc décrit 3 la figure 2 était en action,
la tampérature du zinc dans le dbain 31 était de 460-300 QC,
les caractéristiques dfemploi de {a torche plasma étajent
les suivantes :

' - tension 100 V

- intengité 70 a 100 A

-~ argon 45 1/min

- hydrogéne 10 1/a@in

-~ température de la bande &3 la sortie

fente 10  380°%.
La teneur en oxygéne dans l'azote en circulation était
inférieure 2 200 ppm.

Dans un autre essai, les autres conditions
étaient les mémes, aon a utilisé le dispositif de La figure
3. La température du zinc dans le c¢creuset annexe était de
600°C et le débit dlazote balayant la surface de ce creuset
était de 25 mBIh, {e débit d’azote barbotant dans le creu-
set était de 2 m [h et Lz quantité de méthane injectée de
1 m>/h. _ '

On a .encore cobtenu une teneur en oxygene
dans l'azote inférieure a 200 ppm.

Dans un quatriégme essai on a utilisé le
dispositif de Lla figure 4, lLe débit de méthane injects

était de 2 mslh, et la température de Lz surface chaude 40
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était de 700°C. On a obtenu une teneur en oxygéne dans
L'azote de 10 & 20 ppm. v

Le dispositif de La figure & permet dong
d'obtenir de trés grandes puretés en oxygéne, on doit ce-~
pendant observer gu'il ne fournit pas de germes pour lag
buses de fleurage minimisé. Si cette opération est néces-
saire, il faut prévoir une alimentation distincte pour cés
germes. On peut par exemple faire fonctionner en parallale
un dispositif de vaporisation de zinc selon Lla figure 2 ou
3.
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REVENDICATIQONS

1. Procédé de revétement en continu d'une

bande & lL'aide d'une matiére de rev€tement oxydable, pro-
cédé selon lequel on fait passer la bande dans un bain con-
tenant la matiére de revétement & L'état liquide ; on fait
sortir La bande de ce bain dans une direction ascendante;
on La soumet & une opération de réqularisation de L‘*épais-
seur de La couche de matiére de revétement liquide entrai-
née par la bande, cette opération de régularisation étant
faite dans une enceinte sensiblement isolée de L*atmosphé-~
re et contenant un premier gaz non oxydant ou peu oxydant
qui subit au moins partiellement un recyclage; L'opération
de régularisation d*épaisseur de revédtement étant éventuel-
lement suivie d'une opération de projection de germes au
cours de laquelle on projette, sur la matiére de revéte-
ment encore Liquide un second gaz chargé de germes de cris=—
tallisation de ladite matiére de revétement, ce gaz étant
ensuite au moins partiellement recyclé, caractérisé en ce
qu'on épure au moins une partie du'premier gaz et/ou au
moins une partie du second gaz en le méttant en contact
avec une substance réductrice pour ramener sa teneur en
oxygéne au-—~dessous d'une valeur choisie 3 l'avance.

2. Procédé selon La revendication 1, carac-
térisé en ce que les opérations de régularisation d'épais~-
seur de revétement et de soufflage de germes ont Lieu dans
une enceinte commune, dans_LaqueLLe la premier et le second
gaz sont en contact.

3. Procédé selon L'une des revendications
1 ou 2 et dan§ Ltequel on épure ledit second gaz, caracté-
risé en ce qu'on opére §imultanément U'épuration et L*intro-
duction de germes de cristallisation dans ledit second gaz
avant de L'utiliser pour la projection de germes.

4. Procédé selon la revendication 3 et
dans lequel {a substance gui donne naissance aux germes
de cristallisation est réductrice,, caractérisé en ce

qufon introduit ladite substance dans lLedit second gaz,
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puis on porte le second gaz & une température suffisam-
ment élevée pour abaisser sa teneur en oxygéne a la valeur
choisie par réaction de L‘oxygéné sur ladite substance,

et ensuite on amé&ne le second gaz, qui contient le résul-
tat de L'oxydation de ladite substance et éventuellement
une partie de lLa substance qui n'a pas réagi, aux condi-
tions de température convenant pour ladite opération de
projection des germes,

5. Procédé selon La revendication 4
caractérisé en ce qu'on introduit Ladite substance a3 L'é~
tat de vapeur dans le second gaz, et en ce qu'aprés L'oxy~-
dation d'une partie de cette vapeur, on refroidit le se-
cond gaz pour amener ladite substance & former les germes
par condensation a L*état solide,

6. Procédé selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce qu'on introduit en outre une faible quan-
tité d'hydrocarbure dans le second gaz, afin d'améliorer
L'opération d'épuration du second gaz par réduction de
L'oxygéne, la substance qui donne naissance aux germes
jouant un rdle de catalyseur dans la réactionde L’hydro-
carbure avec L'oxygéne, en plus de son éventuel réle réduc-
teur propre. -

7. Procédé selon l'une des revendications 1
caractérisé en ce que ladite substance qui donne naissan-
ce aux germes est le zinc.

8. Procédé selon L'une des revendications
1 & 7, caractérisé en ce qu'on fait réagir le gaz a épu-
rer avec une substance réductrice du type hydrocarbure in-
troduit en faible quantité, sur une surface chaude (pta-
que chauffée ou tdle revétue elle mame dans Le cas de la
tdle aluminiée),

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que L'hydrocarbure est lLe méthane et
en ce que La matiére de revétement est Lle zinc ou un de

ses alliages, ou L'aluminium ou un de ses alliages.
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10. Installation pour la mise en oeuvre
du procédé selon L'une des revendications 1 a 9, et com-
prenant des moyens pour faire passer successivemeni en
continu une bande (1) & travers un bain fondu (7) de ma-
tiére de revétement, et pour faire sortir cette bande du
bain dans une direction ascendante, des moyens (11) pour
régultariser l'épaisseur de la couche de matitre de revéte-
ment liquide entrainée par la bande, ces moyens pourront
comporter au moins une buse d'essorage disposée pour souf-
fler un jet de gaz en forme de lLame en direction de la ban-
de, ces moyens étant disposés & (*intérieur d'une encein-
te (9) ouverte vers le bas et comportant des parois laté-
rales gui plongent dans le bain et une paroi supérieure
présentant une fente étroite (10) destinée a ta sortie de
La bande, L'enceinte étant associée a un circuit (13, 17)
pour recycler Lle gaz qu'elle contient et pour envoyer ce
gaz vers la ou les buses d'essorage, L'installation com-
prenant en outre une buse de scufflage 12y pour refroidir
la bande au-dessous du point de solidification de Lla ma~
tiére de revétement et projeter éventuellement des germes
de cristallisation, cette buse de soufflage étant assec-
ciée a un circuit (20, 23) pour recycler Le second gaz
qui comporte éventuellement des moyens pour introduire des
germes de cristallisation dans ledit second gaz en amont
de la ou des buses de soufflage, caractérisée en ce qu'el-
Le comprend en outre des moyens pour introduire dans le
circuit pour Lle recyclage du gaz de Lfenceinte et/ou dans
le circuit pour le recyclage dudit second gaz une subs-
tance réductrice, et des moyens pour amener lLe gaz corres-
pondant & une température ol ladite substance réductrice
réagit avec l’oxygéne contenu dans le gaz pour amener sa
concentration au-dessous de la valeur choisie.

11. Installation selon la revendication 10,
caractériséé en ce que les moyens de régularisation de
L'épaisseur de revétement et la ou les buses de soufflage

sont disposés dans une enceinte commune et en ce que lesdits
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moyens pour introduire la substance réductrice et pour
amener le gaz a la température de réaction sont disposés
soit dans l'enceinte, soit dans un seul des circuits
pour le recyclage.

12. Installation selon l'une des reven-
dications 10 ou 11, caractérisée en ce que les moyens
pour introduire la substance réductrice dans le gaz et
amener celui-ci & Lla température de réaction sont cons-
titués par une enceinte parcourue par le gaz et contenant
un bain de substance réductrice a L'état Lliquide et une
torche & plasma disposée au~dessus de ce bain pour vapo-
riser Ladite substance,

13. Installation selon L'une des revendi-
cations 10 ou 11, caractérisée en ce que les moyens pour
introduire La substance réductrice dans le gaz sont cons-
titués par une enceinte contenant un bain de substance
réductrice é L'état Liquide, et des moyens pour forcer
le gaz & lécher la surface de ce bain ou pour y barbo-
ter.

14. Installation selon l'une des revendi-
cations 12 ou 13, caractérisée en ce que lesdits moyens
pour introduire la substance réductrice dans le gaz sont
disposés sur le circuit pour le recyclage du second gaz
et en ce qu'entre lesdits moyens gt La ou les buses de
soufflage il est prévu des moyens de refroidissement du
second gaz jusqu'ad la formation de germes par condensa~

tjon & Ll'état solijde de Lla substance réductrice.

15.Installation selon l'une des revendicaticons 10 2

14, caractérisé en ce qu'elle comprend en outre des moyens
pour introduire dans le gaz un hydrocarbure.

16. Installation selon la revendication
15, caractérisée en ce que les moyens pour amener le gaz
en contact d'une paroi chaude o0 la substance réductrice
du type hydrocarbure réagit sur l'oxygéne, sont disposés
dans ladite enceinte a proximité de La fente étroite pré=-

vue dans la paroi supérieure de L'enceinte.
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